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Patentanspruche 



1. Verfahren zur HcrsteHung vcn ore 1 dimensiona- 
icn Leiterplalten in Subtraktiv/Semiickiitiv-Tech- 
nik mil BiWQbcrtragung auf einem isonerenden 
SubstraU insbesondcre aus ihermoplastischem 
Kunststoff. gekennxelehnet durch die Kombma- 
lion foigendcr Technikeni dafl ais Substrat cm 
Spritzguflteil mit Durch kontaktierongsiochern 
dienu das voiffltchig vcrkupfcrt und dann mil ci- 
nem stfomtos bzw. galvanisch afcgeachiedenen Me- 
tallatxresUt Oberdeckt wird, dafl dann mit Energie- 
strahlung maskenkw selektiv das negative Leiter- 
bahnbiW crzcugt und anschlieuend die frei gelcgte 
Kupferschicht bis auf das Substrat weggeatzt wtrd. 
Z Vcrfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zcichnet daft als Metaltatzresist Zinn diem. 

3. Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zcichnct, dafl die Encrgiestrahlung durch elnen La* 
scr crzcugt wird 

4. Verfahren nach Anspruch 3> dadurch gckenn- 
zeichneu daB die Bewegung des Laserstrahls frei 
programmierbar ist. 

5. Vcrfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 

xeichnet. daB Hie Rewegtmg H« Snh«tr»MW frw 

programmierbar ist f 
6l Verfahren nach den Anspruchen 4 und 5, dadurch 
gekennzcichnet dad die Bcwcgung des Laser* 
strahfc kombinierbar mil dcr Bewegung dea Sub- 



strates ist 



Beschretbung 



Otte Erfindung betriff I era Verfahren zur Herstettung 
von dradimensionalen Leherplaucn rush dem Oberbe- 

griff des Anspmchs 1. , ( 

Beim Aufbau von gedrucktcn Schaiiungcn bzw. Lci- 
icrpiaiten unterscheidei man grundsauUch die wen vex- 
brcitetc Subtrakuvtechnik, die von metaUkaschtenen 
Substraten bzw. Basismaterialien ausgcht und da* ntcht 
far Leiterzuge benotigte Kupfcr durch Atzung entf ernt 
Man kann auch Leiterpiancn ausgchend von nwht ka« 
schierten Kunsutoffplatten hemeUen, auf ^•J™: 
fchige Schicht (zum Bcispiel Palladium und Kupfer) 
strombs abgeschieden und galvanise* (Kupfer) yer- 
siarkt wird. Zur Strukturerzeugung wira «nc partwlle 
Abdeckung diescr Kupferschicht vorgcfK>rnmcru Das 
nicht abgcdcckte Kupfer wird durch ^Aticn 
Diese pariieUe Abdeckung wird mit UV-Lackcn durcn 
Photostrukturierung erzeugv 

Dcr Erfindung liegt die Aufgabe zugrunJe, fur drctdt- 
mensionaie Lciterplattcn ein Beschicbtungs* und Sunk- 
turierungsverf ahrcn anzugeben* das cine Lcitcrbahner- 
zcugung in der drittcn Dimension ertaubt. Mtt den be- 
kannten Vcrfahren Ut diis nicht raogttch. 

Zur Strukturierung kommcn verschiedene Verfahren 
zur Anwendung. Bci alien organischen Bcschtchtungs- 
mittoln (Lacken) tritt die Scnwvcrigkeit auf, fur die 
Strukturerzeugung bci 3D-Tctlcn (dreidtmcnsional) aux- 
reichendc gleichmaeige Schkhidicken zu «rzeugen. 

Die Strukturierung der obengenanmen Lacke findet 
in dcr Regel unter Zuhilfenahmc von Milken bei UV- 
Ucht state E» ist abcr problcmatiach, drctdimcrmonaic 
Uitcrptatten in dieser An zu beUchten, 

Die erfindungsgemaae Aufgabe wird mspr^echend 
dem Kcnnieiuhira dea Ampruuhi I giiott- Voneimane 
AusfOhmngsfonnen und WeiterbiWungen der Erfin- 
dung find in den Untcranspruchcn enthatten. 



Der Vorieil dcr Erfindung bcstcSt darin, dafi man 
dichce Zinnschichtcn in gletchma3igen Schichtstlrken 
abscheiden und mittels elekeromagn^tischer .Sirahlung 
ein negaiives BUd der UiterrOge mil hohcr JCantcn- 

, schlrfc erzeugen kann. Durch die Ver*endOTg ews 
frei programmierbaren Siruktunerungsgerfttes lasien 
sich dreidimensionale Bllder herstellen. Auaerdem stnd 
mit diesem Verfahren Lciterbahnstrokturen von Werner 
zum Bewpid ! 50 uJn produzicrbar. 

!0 Die Erfindung wird anhand ernes AusfOhrungsbei- 
spiels beschrieben. Die Fig. 1 bis 7 xeigen m stark ver- 
*infachter schematischer Daraieliung die verschiedcnen 
Verfahrenssudicn bci dcr Hcrstdlung von Uiterplat- 
ten nach der Erfindung. 

.5 Bei dem in Rg. 1 dargestclltcn Substrat 1 handelt es 
sich urn einen Ausschnitt einea Basismatenals fQr eine 
dreidimensionale spntagegossene Leiterptatte m,t etn- 
aesDrimen Lochcm 2. Als Matcriahen fOrderartige Let- 
terpiatten sind insbesondere hochtemperaturbestandige 

20 Thermoplaate geeigntt, wobel im geschildenen AusfQh- 
rungsbeispiel glasfaaerverstflrktes Polyethenmid ver- 

wendctwurde ' 
Das in Fig, I dargcstellte Subatrat i wurde zunflchst 
zur Erhohung der Haflfestigkeit der spater aufzubnn- 
„ 2 *nd«n I^iterxQge und Durchkontmktieruneen febe^ 
und anscWtcBend geretnigL Dabei wurden sowohl fQr 
das Bcizen ais auch fQr die Reinigung des Substrats I 
handclsubUchc Bfider verwendeU wobe das Beizbad 
spczicll suf den Wcrkstoff Polyethenmid abgestimmt 

30 Wa Nach dem Beizen und Reinlgen des Substrats 1 er- 
fotgte deasen Bekeimung. die in Fig. 2 ab dflime Scmcnt 
3 aufaezeigt iat. Es ist ersichtlich. dafl cine Bekeimung 3 
au^Se^b^che des Sub^trau und die Wandungen 
M der Locher 2 aufgebracht wurdc Das Aufbnngen der 
Bekeimung 3 erfoigte durch Einuuchen des Su**£tti 
in ein PdOrSnOz-Bad. FQr das Aufbnngen dcr Bekei- 
mung 3 haben sich aber auch handelsObUche Badcr auf 
dcr Basis paUadiumorganiscfacr Verbirtdungen als ge- 

40 eignet erwiesen. , , „ 

Nach dem Aufbrmgen der Bekeimung 3 w^^ese 
aktiviert, wobei ea sich hter urn cm In der Addi^echnik 
ubucfce* Reduxtcren baw. Beaeh^nlgen hai^e^ Am 
schUeOend wurde gemaB Fig. 3 durch au^rmromlose 
« chemische Metallab^cheidung eine ftuBerst dOnne 
43 Sh^ufgebracht-EsUtcr^ 

cinem handeUublichen stromloscn Kupferbad aufge- 
SSi ^Grundschicht die Oberflache des Substrata 1 
und die Wandungen der Locher 2 OberziehL 
30 AnschlieBend wird vonOachig ttrornlos verk^lcrt 
und galvanisch mit Kupfer vcratarkt und somrt eine Oe- 
wmtschicht 4 von zum Betspiel ca. 30 um aufgebrachL 

Nadt der Fig. 4 wird auf dieae Kupferschicht stromlos 
zum Bcispiel 2 um Zlnn 3 abgeschieden- 
55 Zurstrukturicrung dieser Zlnnschicht 3 dient turn 
W Bcispiel cin Laser, der lediglich durch elnen Stern snge^ 

icutct ist- Der Wail *eigt die »^^^ a hf a ^S* 
fung »n?Nach der Behandlung ist die barsteHung nach 

ea ^D^freStcgtc Knpfer wird durch Atzen entfemt. 
wieausFig,6xueraehenisU 

je nach Bedarf kann der XureaUt (Zinn) entfemt 
derw wie aus der Fig. 7 hervorgehu 
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